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【はじめに】 本グループでは、サファイア基板上に形成したスパッタ AlN 上に自然核発生による AlGaN の 3 次

元成長を活用した方法で AlGaN の高品質化を達成し、それによって UV-B 半導体レーザの室温パルス発振に

成功した[1]。また、数百 nm 程度の凹凸を AlN に形成し、その上に AlGaN を形成することによって AlGaN のさ

らなる低転位化、さらにはUV-B半導体レーザの室温パルス発振も確認された[2]。本研究検討では、光励起レー

ザ測定法を用いて、その低転位化の効果を検証した。 

【実験方法】 本実験では、3 種類の AlGaN 下地層上に Fig.1 に示した光励起レーザ構造を積層した。本実験

は、上記に示した凹凸加工 AlN 上に形成した AlGaN（ナノパターン）、自然核発生によって 3 次元成長させた

AlGaN（自然核発生）、さらに AlN上に AlGaNを組成傾斜させ 2次元的に作製した AlGaN（2次元成長）の 3つ

の下地層を準備した。また、成長条件やナノパターンの深さなどを変化させることによって AlGaN 層中の転位密

度を変化させ、その密度の測定にはCLによる暗点密度を測定することによって評価を行った。作製した試料は、

ICP エッチングと TMAH 水溶液を用いたウェットエッチングにより共振器長 300 μm の光励起レーザ構造を作製

し、YAGレーザの 4倍高調波（λ = 266 nm）を用いて光励起レーザの評価を室温で行った。 

【実験結果】 Fig.2 に本実験で行った光励起レーザの閾値パワー密度と転位密度の依存性についてまとめたグ

ラフを示す。転位密度を低減していくことによって、どの下地層を用いても閾値パワー密度が低減されていること、

さらには同じ転位密度でもナノパターンを用いた場合のほうが閾値パワー密度は低い傾向であった。また、転位

密度が 5.0×108 cm-2程度になると光励起レーザの閾値パワー密度の転位密度依存性が顕著には現れない傾向

が見られた。低転位化による光励起レーザの閾値低減の効果が飽和傾向になっていることが示唆される。当日は

VSL法により見積もった内部ロスや光学利得の結果と比較することによって詳細な解析結果を説明する。 
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Fig. 2 サンプル構造 Fig. 1 閾値パワー密度-転位密度依存性 
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